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	特征
	应用领域
	IGBT 最大额定值
	二极管最大额定值
	模块
	VCE=600V, VGE=‐15/15V, RG=2.4Ω)
	VCE=600V, VGE=‐15/15V, RG=2.4Ω)
	VCE=600V, VGE=‐15/15V, IC=200A)
	VCE=600V, VGE=‐15/15V, IC=200A)
	(Tj=25℃,VCE=600V, RG=2.4Ω)
	(Tj=25℃,VCE=600V, IF=200A)
	(Tj=25℃,VCE=600V, IF=200A)


	电路示意图

